
Hall effect in semiconductors
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Scattering mechanisms Energy dependence Hall factor

Lattice scattering -1/2 1.18

Ionized impurity(weakly screened) 3/2 1.93

Ionized impurity(strongly screened) -1/2 1.18

Neutral impurity 0 1

Piezoelectric 1/2 1.10
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等向性
彈性
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Scattering mechanisms

Defect scattering Lattice scattering
Carrier-Carrier 

scattering(在固態中通

常佔的比例很少)

Crystal 

defects
AlloyImpurity

Neutral Ionised

IntervalleyIntravalley

OpticAcousticOpticAcoustic

PolarNonpolar

Piezo-

electric
Deformation 

potential

Ashcroft and Mermin,1976

Jacoboni and Reggiani, 1983

B. R. Nag, Electron transport in compound semiconductors (1980)

通常在極低溫(接近
液態Helium溫度)才
會主導，此時的缺
陷未被活化

極低溫開始上升後，被活的離子
增多因此轉向此主導，但隨著溫
度再提高高能載仔會變多，因此
變的不重要(高能載子能快速通
過庫倫作用力範圍故受影響較
少) ，若缺陷濃度高影響溫度甚
至可達室溫以上

正比於震動所造成的strain

在低溫及低對稱性的材料影響較大，
主因由材料內部被部分離子化的原
子震動所造成，會受離子分佈位置
影響

受能帶對稱性影響
對稱性高的方向較
不嚴重

離子化的原子
震動造成

載子濃度order在1013~1014不重要


